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１．概要（Summary）
水素終端ダイヤモンド表面伝導層はダイヤモンド

FET として活用されている[1]。この表面上の金オー

ミック電極についても多くの応用がみられる。しかし

基礎的な点で不明なところが多い。特に金オーミック

電極直下のダイヤモンドシート抵抗値(Rsk)について

は、金電極の存在しないダイヤモンド表面伝導層のシ

ート抵抗値(Rsh)と同じであるとした解析が大部分で

ある。本研究では特殊な抵抗計測方法により、Rsk が

Rsh の約 100 倍であることを見出したので、報告する。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

高性能半導体デバイス・ アナライザ

【実験方法】

試料は、Ib (001)基板(33 mm2 )上に CVD 成長と

水素プラズマ処理により作製されたもので、 空気中

において、Rsh=~10 K/sq である。 この試料の対角

線上に円形(径 200m)の金オーミック電極(Au-Dot)
を 4 個、0.5, 0.75, 1.0 mm 離して蒸着し、それらの間

の室温・空気中における電気特性を特殊な方法の４端

子 I-V 法により測定した。Fig.1 にその模式を示す。

測定は Au-Dot 1 と 4 の間に 1A の電流を流しておい

て、Au-Dot1を基準としたAu-Dot 2, 3の電圧(V2, V3)
を測定した。また、電圧測定は 100Kの Probe 内蔵

抵抗を介して行った。一方、Rsh=Rsk の場合は、例

えば Au-Dot1 を基準とした Au-Dot 2 の電圧(V2_Ref)
はシミュレーションにより求めることが出来る。

RskRsh の場合は V2V2_Ref となる。従って、V2
とV2_Refの比較からAu-Dot2直下のシート抵抗Rsk
が抽出できる。結果の解析は有限要素シミュレーショ

ンにより行った。シミュレーションの有効性について

は簡単な TLM 系おいて確かめた。

実験結果では V2=1.54*V2_Ref であった。また、シ

ミュレーションは Rsk=Rsh, =10*Rsh, =50*Rsh, , 
=80*Rsh, =100*Rsh, =200*Rsh, =300*Rsh の７つ場

合について行った。また、シミュレーションでは、接

触低効率 Rc1x10-3cm2 とした。シミュレーション

結果と実験値との比較を Fig.2 に示す。図から、実験

の V2=1.54*V2_Ref を与える Rsk は~1.3x106 /sq.で
あることが分かる。つまり、Rsk/Rsh=~130 である。

Fig.1 Scheme of special I-V measurements used in this 
study.

Fig.2 Results of simulation of the voltage ratio 
V2/V2_Ref and the corresponding experimental value.

３．結果と考察（Results and Discussion）
今 回 用 い た Fig.1 の 様 な 電 極 配 置 で は 、

Rc1x10-3cm2であれば、シミュレーション上、結果

に差異が生じない。つまり、接触抵抗率を求める方法

としては不向きである。しかし、電極直下のシート抵

抗 Rsk を求める方法としては有効である。一方、TLM
法においては、Rc  1/(Rsk/Rsh)である。従って、TLM
法を用いた既報の Rc から Rsk/Rsh=~130 を考慮して



Rcを求めると、Rc=~5x10-4 cm2が妥当な値となる。
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